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有機エレクトロニクスを理解するには，有機半導体のバルクや界面の詳細な電子構造の理解が

不可欠である。我々はこれまで，波長可変の低エネルギー紫外光源を用いた高感度紫外光電子分

光法（HS-UPS）を開発し，HOMO 準位に加え，ギャップ準位，トラップ準位を含む状態密度

（DOS）の決定[1,2]や負イオン状態の直接観測[3]などを報告してきた。この手法では，光源の

迷光を抑制するとともに，励起光のエネルギーhnをできるだけ低くし，不要な光電子放出を抑え

ることでゴースト電子を抑制している。実際には，励起光のエネルギーを振りながら多数の低エ

ネルギーUPSスペクトルを測定し，それらをつなぎ合わせることで，通常の準位の 100 万分の一

以下程度の密度の準位も計測が可能となった。しかしながら，様々な有機薄膜の HS-UPS 測定を

行ってみると，スペクトルのピーク強度が共鳴的に hnに依存する現象がしばしば観測された。

測定されたスペクトルから DOS を正確に見積もるには，このような光電子放出確率の hn依存性

の影響を取り除く必要がある。本研究では，まず，HOMO 準位を含む価電子上端部について，HS-

UPS スペクトルの hn依存性と DOS との関係を検討した。	

Fig.1 に例として，膜厚 30nmのa-NPD 薄膜の測定結果を示す。hn=5.6-7.7eV で測定した HS-

UPS スペクトルを Fermi 準位基準で並べてある。図からわかるように、各スペクトルの強度は hn
に依存して大きく増減している。その包絡線を見ると、HeI 共鳴線で測定したスペクトルならび

に DFT 計算で求めたシミュレーションの曲線と

よく一致している。同様の対応は、C60等の他の

有機薄膜でも観測された。この結果は、hnを振

りながら測定したスペクトルを包絡線処理する

ことで、DOSを近似的に推定できることを示し

ている。講演では、他の試料での測定結果を報

告するとともに包絡線処理の原理についても議

論する。	
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Fig.1 Upper: He I photoemission spectrum of 
a-NPD film with simulation spectrum. Lower: 
hn-dependent low energy photoemission 
spectra (hn=5.6-7.7 eV) 
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HS-UPS of αｰNPD film
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